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V. Відомості про дисертацію
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Тема дисертації:
1. Природа флуктуаційних процесів у сучасних польових транзисторах.

2. Origin of the fluctuation processes in advanced field effect transistors.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню низькочастотного шуму сучасних транзисторів метал-оксид-
напівпровідник (МОН), виготовлених на підшарках кремній на ізоляторі (КНІ). В роботі проведена шумова
характеризація повністю збіднених планарних транзисторів з SiON затворним оксидом і тризатворних
finFET-транзисторів з затворними стеками на основі high-k діелектриків (HfSiON, HfO2). Показано, що
зазначеним приладам притаманний флікер-шум МакУортера, що дозволило визначити розподіли
концентрації пасток вглиб затворних діелектриків. Крім того, встановлено вплив двовісного (sSOI) і
одновісного (CESL) напруження на шумові властивості цих транзисторів. Для зазначених приладів також
виявлено і за допомогою шумових вимірювань пояснено насичення стокових струмів за великих перенапруг
на верхньому затворі, а також їх нетривіальну розмірну залежність. Встановлено, що finFET-транзисторам
притаманні шумові ефекти плаваючої бази (шумові лоренціани). Шляхом аналізу останніх за допомогою



запропонованої методики було визначено нешумові параметри, що характеризують роботу приладів.
Встановлено і за допомогою розробленої моделі пояснено вплив двозатворної конфігурації частково
збіднених КНІ транзисторів на шумові ефекти плаваючої бази. Знайдено, що їх придушення у однозатворних
аналогах можна досягти через прикладення акумулюючої напруги на їх нижній затвор, що пояснюється в
рамках розробленої моделі.

2. The thesis deals with investigation of the low-frequency noise of advanced silicon-in-insulator (SOI) metal-
oxide-semiconductor field effect transistors (MOSFETs). The noise characterization of fully depleted planar
MOSFETs with SiON gate oxide and three-gate finFETs with high-k dielectric based gate stacks (HfSiON, HfO2) is
implemented. It is found that the McWhorter noise is typical for the devices considered. This observation allowed
determining the distributions of trap densities over the distance into the gate dielectrics. In addition the impact of
biaxial (sSOI) and uniaxial (CESL) strain on the low-frequency noise behaviour of the devices studied is revealed.
The effects of high gate voltage drain current leveling off and nontrivial drain current dimensional dependence
were found for the devices investigated and explained by means of the noise measurements. It is revealed that
finFETs are sensitive to floating body noise effects (Lorentzian noise). By analyzing them using the method
proposed, the intrinsic finFET parameters were found. The influence of twin-gate configuration of partially
depleted MOSFETs on their low-frequency noise accompanying floating body effects was found and explained by
the model developed. It is shown that the suppression of such noise effects in single-gate analogs can be achieved
by applying an accumulation back-gate voltage. This effect is explained in the framework of the model proposed.
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